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© Es werden ein Verfahren bzw. eine Einrichtung 
von partiellen metallischen Schichten aus einer me- 
tallhaltigen, insbesondere metallorganischen Verbin- 
dung auf einem Substrat vorgeschlagen, bei dem 
bzw. bei der die metallhaltige, insbesondere metall- 
organische Verbindung mit Hilfe einer Schreibvor- 
richtung (1) mit einer Duse (7) in Form eines Lo- 
sungsfilms, der die metallhaltige, insbesondere me- 
tallorganische Verbindung enthalt, auf die Oberfla- 
che des Substrats (10) aufgetragen wird, wobei die 
Schreibvorrichtung und das Substrat beliebig in.XY- 
Richtung gegeneinander verschiebbar sind. An- 
schlie/3end wird die metallhaltige, insbesondere me- 
tallorganische Verbindung der Einwirkung von UV- 
Photonen einer definierten Wellenlange ausgesetzt. 
Nachfolgend erfolgt eine Verstarkung der metalli- 
schen Schichten (12) durch stromlbse chemische 
Oder galvanische Metallisierung. 
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Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
und eine Einrichtung zur Herstellung von partiellen 
metallischen Schichten aus einer metallhaltigen, 
insbesondere metallorganischen Verbindung auf ei- 
nem Substrat durch Bestrahlung mit einer Licht- 
quelle. 

Aus der Mat.RES.Soc.Symp.Proc. Vol. 75, 
1987 ist ein Verfahren zur Herstellung von selekti- 
ven metallischen Schichten auf einem Substrat be- 
kannt. Zur Ausbildung einer metallischen Schicht 
auf dem Substrat aus galvanischen Metallisierungs- 
badern wird das jeweilige Substrat mit einer Licht- 
quelle hoher Leistung (UV-Strahler) bestrahlt. Fur 
die Fertigstellung der metallischen Schichten sind 
teure Apparaturen (Laser) erforderlich. Die geringen 
Schreibgeschwindigkeiten fuhren zu kleinen Ferti- 
gungsraten. 

. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
Verfahren und eine Einrichtung zur Herstellung von 
partiellen metallischen Schichten anzugeben, mit 
dem bzw. mit der strukturierte Metallisierungen auf 
beliebigen Substrat oberflachen einfach, umwelt- 
freundlich und wirtschaftlich aufgebracht werden 
konnen. 

Diese Aufgabe wird bezuglich des Verfahrens 
dadurch gelost, da/3 die metallhaltige, insbesondere 
metallorganische Verbindung mit Hilfe einer 
Schreibvorrichtung in Form eines Losungsfilms, 
der die metallhaltige, insbesondere metallorgani- 
sche Verbindung enthalt, auf die Oberflache des 
Substrats aufgetragen wird, und dafl die metallhalti- 
ge, insbesondere metallorganische Verbindung an- 
schlieCend der Einwirkung von UV-Photonen einer 
definierten Wellenlange ausgesetzt wird. 

Die Aufgabe wird bezuglich der Einrichtung 
gelost durch eine Schreibvorrichtung, der ein- 
gangsseitig eine Losung mit einer metallhaltigen, 
insbesondere metallorganischen Verbindung zu- 
fuhrbar ist und die ausgangsseitig diese Losung 
uber eine Duse auf das Substrat auftragt, wobei 
Schreibvorrichtung und Substrat beliebig in XYZ- 
Richtung gegeneinander mit hohen Geschwindig- 
keiten verschiebbar sind. 

Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile be- 
stehen insbesondere darin, da/3 strukturierte Metal- 
lisierungen einer gro/ten Anzahl von Metallen in 
Feinststrukturtechnik (Strukturen kleiner 100 urn) 
(ohne Verwendung aufwendiger Vakuumapparatu- 
ren und Masken) auf beliebige Substratoberflachen, 
wie z.B. keramische Substrate (AI203, AIN), 

Quarz, Glas und Silizium, leichte flexible Kunst- 
stoffe (Teflon, Polyimide etc.) Gummi, Kunststoff- 
oder Glasvliese, keramisch gefiillte oder glasgewe- 
beverstarkte Fluorkunststoffe, Pressboards und Pa- 
pier oder Pappe mit geringer Temperaturbestan- 
digkeit herstellbar sind. Alle Substratmaterialien 
sind mit gleich guter Qualitat beschichtbar. Die 
Schichten weisen eine gute Haftfestigkeit und elek- 



trische Leitfahigkeit auf und sind problemlos lot- 
und bondbar. Der Begriff "Feinststrukturtechnik" 
umfatft dabei die Schaffung feinster Leiterbahnen 
und Strukturen mit sehr engen Abstanden, wodurch 
5 eine hohe Integrationsdichte erzielt wird. Hierdurch 
konnen Bauteile, z.B. Spulen, Solarzellen, Display- 
zellen etc., miniaturisiert werden. Solche Bauteile 
mit erhohter Packungsdichte sind fur die Mikro- 
elektronik allgemein, Leiterplattentechnologie, 
w Hybrid- und Sensortechnik sowie fur dekorative 
Anwendung von Interesse. Dabei ist das vorge- 
schlagene Verfahren relativ wenig zeitaufwendig 
und sehr wirtschaftlich. Die vorgeschlagene Ein- 
richtung ist bedienungsfreundlich, kostengunstig 
75 und schnell bei der Herstellung von Feinststruktur- 
technik auf beliebiger Substratoberflache. 

Da alle Verfahrensschritte im Bereich unter 
100°C ablaufen, konnen auch warmeempfindliche 
Substratmaterialien beschichtet werden. Dabei wird 
20 auch bei topologisch komplexen Oberflachen eine 
gleichmaflige Beschichtung erzielt. Die verfahrens- 
technischen Vorteile wie Reduzierung der Prozefl- 
schrittzahl, Rohstoffeinsparung durch selektive Me- 
tallisierung des Basismaterials, Entscharfung der 
25 Abwasserprobleme durch Eliminierung von Atz- 
und Stripp-Prozessen sowie die Qualitatsverbesse- 
rung der Strukturen und letzlich die Wirtschaftlich- 
keit sprechen fur das vorgeschlagenen Verfahren 
bzw. die vorgeschlagene Einrichtung zur Herstel- 
30 lung von partiellen metallischen Schichten. 

Gegenuber der Maskentechnik lassen sich mit 
dem vorgeschlagenen Verfahren erhebliche Ein- 
sparungen bei den verwendeten. z.T. teuren metall- 
organischen Substanzen erzielen, da von vornher- 
35 ein nur die zu metallisierenden Bereiche mit dem 
Losungsmittelfilm benetzt werden. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsge- 
ma/ten Verfahrens bzw. der erfindungsgemaflen 
Einrichtung sind in den Unteranspruchen gekenn- 
40 zeichnet. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand des in 
der Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbeispieles 
erlautert. 

In der einzigen Figur ist eine Schreibvorrich- 
45 tung 1 zu erkennen mit einem Gehause 2 mit 
Deckel 3 und Boden 8, einem Rohranschlutf 4 im 
Deckel 3 fur die Losungzufuhrung, einer Kapillare 
5, die vom Rohranschlufl 4 bis zur Duse 7 im 
Boden 8 verlauft und mit einem piezoelektrischen 
so Umformer (Transduktor) 6, der die Kapillare 5 um- 
schlieflt und zum Ausdrucken der Losung aus der 
Duse 7 dient. Es konnen Impulsjets, thermische 
Jets oder Aerosol Jets verwendet werden, wobei 
mit Jet ein Flussigkeitsstrahl bezeichnet wird. Als 
55 Schreibgerate konnen auch ein Faserstift, ein Ku- 
gelschreiber, ein Fullfederhalter oder ein Tusche- 
schreiber eingesetzt werden. 
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Die aus der Duse 7 ausgedruckten Flussig- 
keitstropfen 1 1 benetzen das unterhalb der Duse 7 
der Schreibvorrichtung angeordnete Substrat 10, 
wodurch eine "geschriebene" Struktur 12 auf dem 
Substrat 10 entsteht. Der Abstand A zwischen 
Duse 7 und Substrat 10 betragt vorzugsweise 1 
mm. 

Das Substrat 10 ist vorzugsweise auf einem 
computergesteuerten XYZ-Verschiebetisch 9 befe- 
stigt, so da/3 durch Verschiebung des Tisches 9 in 
X- oder Y- oder Z- oder in X- und Y- und Z- 
Richtung eine beliebige Strukturierung des Sub- 
strates 10 mit Losung moglich ist. Alternativ ist es 
auch moglich, die Schreibvorrichtung in X-oder Y- 
oder Z- oder in X- und Y- und Z-Richtung zu 
verschieben, wobei in diesem Fall das Substrat auf 
einem feststehenden Tisch zu befestigen ist. Auch 
ist eine gleichzeitige Verschiebung sowohl der 
Schreibvorrichtung 1 als auch des Verschiebeti- 
sches 9 mit Substrat 10 moglich, wodurch die 
Strukturierungsgeschwindigkeit weiter erhoht wird. 

Gema/3 dem ersten Verfahrensschritt zur Her- 
stellung von Feinststrukturen wird demnach ein 
Schreibverfahren mit flussigen, metallorganischen 
oder anderen metallhaltigen Verbindungen in Kom- 
bination mit der Computertechnik verwendet, um 
beliebige Strukturen wie Leiterbahnen, Verbindun- 
gen, Spulen, Maander etc. auf beliebige OberfJa- 
chen zu schreiben (Linienbreite z.B. 50 urn). 

Mit computergesteuerten Schreibvorrichtungen 
konnen berechnete Metallmuster direkt erzeugt 
werden. In Verbindung mit einer Abtastvorrichtung 
(Line scanner) kann man auch eine vorgegebene 
Zeichnung in ein Metallmuster (z.B. Leiterplatte) 
umsetzen. Ein weiterer Vorteil der Computertechnik 
in Verbindung mit der beschriebenen Technologie 
ist, dai3 die Schreibvorrichtung uber Datenleitungen 
ferngesteuert werden kann, und daft mehrere sol- 
cher Schreibvorrichtungen von einem (evtl. weit 
entfernten) Computer gesteuert werden konnen. 
Eine zentrale Schreibvorrichtung kann von ver- 
schiedenen Computern bedient werden. 

Als Verbindungen werden metallorganische 
und andere metallhaltige Verbindungen verwendet, 
wie Palladiumacetat, Palladiumacetylacetonat, Pal- 
ladiumchlorid, Cobaltacetat, Nickelacetat, Kupferfor- 
meat, Silberneodecanate, Cyclopentadienylpalladiu- 
mallyl oder Cyclopentadienylpalladiumchlorid etc., 
die starke Absorptionsbanden im UV-Bereich von 
60 nm bis 400 nm besitzen. Als Losungsmittel 
werden z.B. Chloroform, Alkohol, Wasser und an- 
dere verwendet. 

Die Strahlparameter, insbesondere die Flu/Jrate 
Q, sind je nach Anwendungsfall einstellbar. Fur die 
Flutfrate ergibt sich: 

Q = f * T ( R 2 • r Q 2 • K/8uL)(1-0.5(r o /R) 2 )(pi-p 2 ) 



wobei 




f: 


Pulsfrequenz, 


T: 


Pulsdauer, 


u:. 


Viskositiat der Losung, 


"V 


Radius der Dusenoffnung, 


R: 


Radius der Kapillare, 


K: 


Konstante, 




(pi-p 2 ) Druckgradient und 


L: 


Lange der Kapillare. 



70 Lediglich beispielhaft wird angefuhrt, da/3 die 

Losung Palladiumacetat enthaltenes Chloroform 
sein kann. Ferner besteht die Moglichkeit, Cyclo- 
pentadienylpalladiumallyl, das in Pulverform vor- 
liegt, in Alkohol oder Wasser zu losen und auf das 

75 Substrat aufzutragen. Die Verwendung von pulver- 
formigem Cyclopentadienylpalladiumchlorid, das 
zur Ausbildung einer Losung ebenfalls in Alkohol 
oder Wasser gelost wird, ist ebenfalls moglich. Die 
Losungen werden dabei vorzugsweise so dick auf 

20 das Substrat aufgetragen, da/3 die metallische 
Schicht eine Dicke zwischen 0,5 und 50 nm auf- 
weist. 

Bei wasserloslichen Substanzen kann es 
zweckmafiiger sein, die aufgetragenen Losungen 

25 ( = geschriebene Struktur 12) vor dem Bestrahlen in 
einem Ofen einzutrocknen. 

In einem zweiten Verfahrensschritt wird UV- 
Strahlung verwendet, um durch Belichten der dun- 
nen metallorganischen Schichtstrukturen die Zer- 

30 setzung der nichtleitenden metallorganischen Ver- 
bindungen zu erzielen und eine Abscheidung der 
entsprechenden Metalle zu bewirken (UV-unter- 
stutzte Abscheidung eines Katalysators aus metall- 
organischen Adsorbaten auf der Substratoberfla- 

35 che. Da das ultraviolette Licht im wesentlichen nur 
mit dem Aktivator auf der Substratoberflache wech- 
selwirkt, bleibt das Substratmaterial unbeeinflu/3t. 
Die Eigenschaften des Substratmaterials spielen 
bei dem Abscheideproze/3 nur eine unwesentiche 

40 Rolle. Als UV-Quelle wird vorzugsweise eine inko- 
harente Excimerlichtquelle mit gewunschter Wel- 
lenlange verwendet. Eine detallierte Beschreibung 
eines solchen Hochleistungsstrahlers kann der EP- 
OS 0 254 111 entnommen werden. Der Hochlei- 

45 stungsstrahler besteht aus einem durch eine einsei- 
tig gekuhlte Metallelektrode und ein Dielektrium 
oder zwei Dielektrika begrenzten und mit einem 
Edelgas oder Gasgemisch gefullten Entladungs- 
raum. Das Dielektrikum und die auf der dem Entla- 

50 dungsraum abgewandten Oberflache des Dielektri- 
kums liegende zweite Elektrode sind fur die durch 
stille elektrische Entladung erzeugte Strahlung 
transparent. Durch diese Konstruktion und durch 
eine geeignete Wahl der Gasfullung wird ein grotf- 

55 flachiger UV-Hochleistungsstrahler mit hohem Wir- 
kungsgrad geschaffen. Mit einer Gasfullung aus 
Xenon kann mit dem Hochleistungsstrahler UV- 
Strahlung mit einer Wellenlange zwischen 160 und 
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190 nm erzeugt werden, wobei das Maximum hier- 
bei bei 172 nm liegt. Mit einer Gasfullung aus 
Krypton und Chlor kann UV-Strahlung im Bereich 
von 210 bis 230 nm erzeugt werden. Mit einem 
Gasgemisch aus Xenon und Chlor la/3t sich mit 
dem Hochleistungsstrahler eine Wellenlange von 
300 bis 320 nm erzeugen. Der Hochleistungsstrah- 
ler arbeitet im quasigepulsten Betrieb. Soil das zu 
beschichtende Substrat auf seiner gesamten Ober- 
flache mit einer Metallstruktur versehen werden, so 
wird ein Hochleistungsstrahler verwendet, dessen 
Strahlungsfeld der Gr6/3e der Substratoberflache 
entspricht. Die Bestrahlung kann je nach Gegeben- 
heiten, Auftragungsdicke und Abstand zwischen 
Substratoberflache und UV-Hochleistungsstrahler 
wenige Sekunden bis hin zu einigen Minuten lang 
durchgefuhrt werden. 

Anstelle des beschriebenen UV-Hochleistungs- 
strahlers kann auch eine Hochleistungsquecksilber- 
lampe fur die Ausbildung der metallischen Schich- 
ten eingesetzt werden. Dabei kann die Geometrie 
des verwendeten UV-Hochleistungsstrahlers bzw. 
der Hochleistungsquecksilberlampe an die Geome- 
trie der zu beschichtenden Substrate angepa/3t 
werden. Es ist beispielsweise durchaus moglich, 
die Beschichtung von rechteckigen Substraten im 
Sekundentakt auf einem FlieGband durchzufuhren. 
Hierfur wird die Lampengeometrie auf den rechtek- 
kigen Querschnitt des zu beschichtenden Substra- 
tes abgestimmt. Zusatzlich werden die Lange der 
Lampe und die Geschwindigkeit des Bandes, auf 
welches die Substrate gelegt werden, so aufeinan- 
der abgestimmt, da/3 das jeweilige Substrat solange 
unter einer Lampe hindurch bewegt wird, wie es fiir 
die Ausbildung der metallischen Schicht auf seiner 
Oberflache erforderlich ist. Die gewunschte Pro- 
duktionsrate kann durch Wahl der o.g. Parameter 
erzielt werden. 

In einem dritten Verfahrensschritt werden 
stromlose chemische Verfahren oder direkte galva- 
nische Verfahren angewendet, urn den eigentlichen 
Schichtaufbau zu bewirken. Dabei konnen eine 
Vielzahl von Metallen wie Cu, Ni. Pd, Pt, Al, Au. Cr, 
Sn etc. strukturiert abgeschieden werden, wobei 
eine Schichtdicke bis zu einigen 100 urn erreicht 
werden kann. 

Die aktivierten Bereiche werden in handelsubli- 
chen Badern stromlos metallisiert. Typische Bad- 
temperaturen liegen im Bereich zwischen Raum- 
temperatur und 100 • C. Verglichen mit den am 
weitesten verbreiteten Techniken, Aufdampfen im 
Vakuum und Sputtern, haben chemische Metallisie- 
rungsverfahren neben den zu erzielenden hohen 
Schichtdicken den wesentlichen Vorteil, da/3 die 
Metallisierung kompliziert geformter Werkstucke 
mit einer homogenen Schichtdickenverteilung mog- 
lich ist. Mit Hilfe dieser Technologie ist ist es daher 
auch moglich, gekrummte Oberflachen zu metalli- 



sieren. Bei den vielfach eingesetzten chemischen 
Metallisierungsverfahren werden im Vergleich hier- 
zu allein fur die Vorbehandlung und Aktivierung der 
Oberflachen ca. 12 na/3 chemise he Bader benotigt, 

5 bevor das eigentliche Metallisierungsbad angewen- 
det wird (z.B. Shipley Verfahren). Zur Struktierung 
der Metallschichten werden dann weitere Proze/3- 
schritte (Beschichten mit Lack, Belichten, Atzen 
von Lack- und Metallschichten, Entfernen von Lack- 

70 resten) benotigt, so da/3 in nachteiliger Weise ins- 
gesamt ca. 20 Proze/3schritte zur Herstellung struk- 
turierter Metallschichten notwendig sind. 

Eine fur die Serienfertigung geeignete Gesamt- 
anlage zur Herstellung von partiellen metallischen 

75 Schichten besteht beispielsweise aus einem com- 
putergesteuerten Losungsstrahlschreiber, einer in- 
koharenten Excimerstrahlungsquelle und einem 
chemischen Metallisierungsbad sowie eventuell ei- 
nem zusatzlichen Mikroskop mit Monitor. Die struk- 

20 turierten Substrate werden dabei im Durchlaufbe- 
trieb mit hohem Durchsatz gefertigt. Wichtige An- 
wendungen sind ferner in Schaltkreismodifikationen 
zu sehen: Reparatur und Abgleich von Schaltun- 
gen. 

25 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung von partiellen metal- 
lischen Schichten aus einer metallhaltigen, ins- 

30 besondere metallorganischen Verbindung auf 

einem Substrat durch Bestrahlung mit einer 
Lichtquelle, dadurch gekennzeichnet, da/3 die 
metallhaltige, insbesondere metallorganische 
Verbindung mit Hilfe einer Schreibvorrichtung 

35 in Form eines Losungsfilms, der die metallhal- 

tige, insbesondere metallorganische Verbin- 
dung enthalt, auf die Oberflache des Substrats 
aufgetragen wird und da/3 die metallhaltige, 
insbesondere metallorganische Verbindung an- 

40 schlieflend der Einwirkung von UV-Photonen 

einer definierten Wellenlange ausgesetzt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, da/3 zur Herstellung von metallischen 

45 Schichten die aufgetragene Losung der Strah- 

lung eines UV-Strahlers Oder UV-Hochlei- 
stungsstrahlers ausgesetzt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
50 zeichnet, da/3 zur Herstellung von metallischen 

Schichten die aufgetragene Losung mit einem 
Hochleistungsstrahler bestrahlt wird, der UV- 
Strahlung mit einer Wellenlange zwischen 60 
nm und 400 nm erzeugt. 

55 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 zur Herstellung 
von metallischen Schichten Losungen verwen- 
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det werden, deren Metallanteil durch Palladi- 
um, Kupfer, Platin, Cobalt, Nickel, Sllber oder 
Gold gebildet wird. 

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 zur Herstellung 
von metallischen Schichten eine Losung in 
Form von Palladiumacetat, Patladiumacetylace- 
tonat, Palladiumchlorid, Cobaltacetat, Nickel- 
acetat, Kupferformeat, Silberneodecanat, Cy- 
clopentadienylpalladiumallyl oder Cyclopenta- 
dienylpailadiumchlorid auf das Substrat aufge- 
tragen wird. 

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 als Losungsmit- 
tel Chloroform, Alkohol oder Wasser verwendet 
wird. 



14. Einrichtung nach Anspruch 10, gekennzeichnet 
durch einen Fullfederhalter als Schreibgerat 

15. Einrichtung nach Anspruch 10, gekennzeichnet 
5 durch einen Tuscheschreiber als Schreibgerat. 

16. Einrichtung nach einem der Anspruche 10 bis 

15, dadurch gekennzeichnet, dafl das Substrat 
auf einem computergesteuerten Verschiebe- 

w tisch (9) befestigt ist. 

17. Einrichtung nach einem der Anspruche 10 bis 

16, dadurch gekennzeichnet, da/3 die Schreib- 
vorrichtung (1) computergesteuert in XYZ- 

75 Richtung verschiebbar ist. 



7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, 20 
dadurch gekennzeichnet, da/3 die metallischen 
Schichten durch stromlose chemische oder 
galvanische Metallisierung verstarkt werden. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 25 
zeichnet, da/3 Metalle wie Cu, Ni, Pd, Pt, Al, 

Au, Cr, Sn strukturiert abgeschieden werden. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 die partiellen 30 
Schichten auf die Oberflache von Substraten 

aus organischen oder anorganischen Werkstof- 
fen aufgetragen werden. 

10. Einrichtung zur Herstellung von partiellen me- 35 
tallischen Schichten aus einer metallhaltigen, 
insbesondere metallorganischen Verbindung 

auf einem Substrat durch Bestrahlung mit einer 
Lichtquelle, gekennzeichnet durch eine 
Schreibvorrichtung (1), der eingangsseitig eine 40 
Losung mit einer metallhaltigen, insbesondere 
metallorganischen Verbindung zufuhrbar ist 
und die ausgangsseitig diese Losung uber 
eine Duse (7) auf das Substrat (10) auftragt, 
wobei Schreibvorrichtung (1) und Substrat (10) 45 
beliebig in XYZ-Richtung gegeneinander ver- 
schiebbar sind. 



11. Einrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 die Losung mit Hilfe eines 50 
piezoelektrischen Umformers (6) aus der Duse 

(7) gedruckt wird. 

12. Einrichtung nach Anspruch 10 gekennzeichnet 
durch einen Faserstift als Schreibgerat. 55 

13. Einrichtung nach Anspruch 10, gekennzeichnet 
durch einen Kugelschreiber als Schreibgerat. 
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© Es werden ein Verfahren bzw. eine Einrichtung 
von partieilen metallischen Schichten aus einer me- 
tallhaltigen, insbesondere metallorganischen Verbin- 
dung auf einem Substrat vorgeschlagen, bei dem 
bzw. bei der die metallhaltige, insbesondere metal I- 
organische Verbindung mit Hilfe einer Schreibvor- 
richtung (1) mit einer Duse (7) in Form eines L6- 
sungsfilms, der die metallhaltige, insbesondere me- 
tallorganische Verbindung enthalt, auf die Oberfla- 
che des Substrats (10) aufgetragen wird, wobei die 
Schreibvorrichtung und das Substrat beliebig in XY- 
Richtung gegeneinander verschiebbar sind. An- 
schlieBend wird die metallhaltige, insbesondere me- 
tallorganische Verbindung der Einwirkung von UV- 
Photonen einer definierten Wellenlange ausgesetzt 
Nachfolgend erfolgt eine Verstarkung der metalli- 
schen Schichten (12) durch stromlose chemische 
oder galvanische Metallisierung. 
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